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RECENZJA

Dorobku naukowego i wyodrebnionego, jednotematycznego cyklu publikacji,
stanowigcych podstawe do ubiegania sie przez dr inz. Marcina Franczyka
o stopien doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-
technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i
technologie Kosmiczne

Niniejsza ocena zostala przygotowana na zlecenie Rady Naukowej Dyscypliny Automatyka,
Elektronika, Elektrotechnika Politechniki Warszawskiej na podstawie decyzji Rady z dnia 17
listopada 2023 r i wykonana w oparciu o analize autoreferatu, zyciorysu naukowego, wykazu
osiagnie¢ w pracy naukowej wraz z kopiami publikacji przedstawiajgcymi glowne osiagniecia
naukowe Habilitanta.

1. Informacje ogéine

Dr inz. Marcin Franczyk jest absolwentem Wydziatu Elektroniki i Technik Informatycznych
Politechniki Warszawskiej, na ktérym obronit w roku 1999 prace magisterska ,,Oddzialywanie
fali akustycznej na wiasnosci transmisyjne przewezanych struktur swiattowodowych”. Byt on
zatrudniony od 11.08 2003 w Instytucie Technologii Materiatéw Elektronicznych (ITME)
rozpoczynajgc prace na stanowisku inzyniera z biegiem czasu przeszedt on na stanowisko
adiunkta a nastgpnie gldwnego specjalisty. Przej$ciom tym towarzyszyly zmiany organizacyijne
samego ITME. W ich wyniku, pracuje on obecnie w Grupie Badawczej Technologic i Systemy
Swiattowodowe i Kwantowe Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki w Sieci Badawcze]
Y ukasiewicz.,

Stoplen dr nt. uzyskal on w roku 2012 przedkladajac Radzie Naukowej Instytutu Technologii
Materiatow  Elektronicznych rozprawe doktorska , Fosforanowe wiékna fotoniczne
domieszkowane iterbem do zastosowan laserowych”.

2. Ocena jednotematycznego zbioru publikacji przedtozonego, jako osiagniecie
habilitacyjne
Habilitant przedtozyt do oceny osiagniecie naukowe w formie jednotematycznego cyklu

publikacji pt. ,,Sposoby ksztaltowania wilasciwosci generacyjnych jednomodowych laserdw
swiatlowodowych”. Wykaz publikacji dotyczacych wskazanego osiagniecia obejmuje 8 pozycji,



opublikowanych w latach 2014-2022 w 3 czasopismach: Laser Physics Letters (2), Journal of
Lightwave Technology (4) oraz Opt. Express (2). Sg fo prace wieloautorskie, a iloé osob
zaangazowanych w ich powstanie wynosita od 5 do 11, jak w przypadku pracy MF-8. Sa to wiec
prace zespolowe. Na uwage zastuguje jednak fakt, ze autorzy tych prac nie sg uszeregowani
alfabetyczne, co moze sugerowac, ze kolejno$é odzwierciedla ich wkitad do prezentowanych
wynikow. Habilitant, poza jednym przypadkiem (MF-7), wystepuje w nich jako pierwszy autor,
co moze swiadezy¢ o istotnym lub wrecz dominujacym jego udziale przy ich powstawaniu.

Prezentowany cykl spelnia podstawowy warunek monotematycznosci, wszystkie wskazane
prace mieszczg si¢ w zakreslonym obszarze tematycznym wskazanym przez habilitanta,
dotyczacym ,sposobéw ksztaltowania whasciwosdei generacyjnych jednomodowych laseréw
swiattowodowych poprzez zastosowanie oryginalnych struktur $wiattowodowych wykonanych
ze szkiel fosforanowych lub krzemionkowych”. W cyklu mosna wyodrebni¢ trzy obszary
tematyczne mieszczace sie w tak zdefiniowanych ramach. Pierwszy obejmuje prace MF-1
i MF-2 dotyczace konstrukcji i realizacji jednomodowych swiattowodowych laserdw
fosforanowych domieszkowanych iterbem Yb**. W drugim, mieszeza sie prace MF-3 + MF-5,
skupione na nowatorskim podejsciu do ksztattowania struktury rdzenia $wiattowodu
wykorzystujgcym zastosowanie technologii nanostrukturyzacji. Otwiera go praca teoretyczna
MEF-3, w ktérej przeprowadzono badania numeryczne dotyczace wplywu zmian wspétezynnika
zalamania w rdzeniu, ukierunkowane na uzyskanie duzego efekiywnego obszaru pojedynczego
modu przekraczajgcego 1000 um’. Uzyskane wyniki byly podstawa do dalszych prac
projektowo-technologicznych przedstawionych w pracach MF-4 i MF-5. Pierwsza z nich
dotyczyla $wiattowodu fosforanowego domieszkowanego iterbem Yb**z aktywnym rdzeniem
nanostrukturalnym do zastosowarn laserowych. Nanostrukturyzacja rdzenia w tym $wiatlowodzie
pozwolita na precyzyjne uksztaltowanie rozkladu wspdlczynnika zalamania $wiatla 1 w
rezultacie uzyskania $wiattowodu o duzej powierzchni modowej, przeznaczonego dla laseréw
swiattowodowych o bardzo duzej mocy. Praca MF-5 dotyczy krzemionkowego $wiatlowodu
domieszkowanego iterbem Yb*" z rdzeniem nanostrukturalnym dla zastosowah w konstrukeji
lasera $wiattowodowego. W pracy opracowano technologig realizacji takiego wldkna o wysokiej
Jednorodnodci rozkladu wspoélczynnika zalamania $wiatta (1,3 107). Prace zamykajace cykl
dotycza nowych mozliwosci jakie stwarza zastosowanie technologii nanostrukturyzacji. Prace
MF-6 i MF-7 dotycza koncepcji nanostrukturyzacji widkien krzemionkowych poprzez
zastosowanie domieszkowania tlenkiem germanu (GeOz). W efekcie, w MF-6 przedstawiono
swiattowdd, ktory jest zaréwo aktywny jak i fotoczuly, a w MF-7 przedstawiono $wiattowéd
typu LMA z mozliwoscig zapisu siatki Bragga. Ostatnia praca cyklu, MF-8, przedstawiono
Swiattowdd z rdzeniem zaprojektowanym i wytworzonym z dwoch rodzajow szkiet aktywnych,
domieszkowanych réznymi pierwiastkami aktywnymi.

Tematyka prac tworzgcych cykl jest spdjna, a ich kolejnosé odzwierciedla nijako kolejne etapy
rozwoju badan zespohu, w ktérym pracowal Habilitant, w obszarze laseréw $wiattowodowych.
Sa to prace zespolowe, a w ich tworzeniu uczestniczylo 23 wspdlautoréw, co daje dla 8 prac,
$rednio 6,6 wspotautoréw dla jednej pracy. Jest to duzo, ale nalezy mieé¢ na uwadze, ze 7 z nich
to prace o duzym tadunku zaawansowanych badafi eksperymentalnych, konczacych sie, jak to



podkreslono w nich, nowatorskimi wynikami, a te z reguly wymagaja zaangazowania wickszej
grupy badaczy o uzupelniajacych si¢ umiejgtnodciach. Tak tez zapewne bylo i w tym przypadku.
Zaangazowanych w co najmniej 4 prace jest jedynie 5 osob i oni zapewne stanowia rdzen
zespotu badawczego dla przedstawionego cyklu publikacji. W tej grupie, pierwszym autorem 7
publikacji jest habilitant, a w jednej (MF-7) jest on umieszczony na drugiej pozycji.

Prace zawarte w cyklu posiadaja Impact Factor mieszczacy sie w przedziale od 2,234 do 4,288,
co swiadczy o dobrym poziomie czasopism, w ktérych sie one ukazaly. To samo mozna
powiedzie¢ o samych pracach, odpowiadajgcy im tgczny Impact Factor wynosi 28,929.
Podsumowujgc, poziom naukowy prac przedstawionych w cyklu badan jest wysoki i stanowig
one osiggnigcie naukowe, o ktorym mowa w art. 219 ust.1, pkt 2 lit. a,b Ustawy Prawo o
szkolnictwie wyzszym i nauce z dnia 20 lipca 2018.

3. Ocena innych (poza zbiorem jednotematycznym publikacji) osiagnieé

naukowych i zawodowych

Dr inz. Marcin Franczyk zgromadzit w okresie ostatnich 11 lat, czyli od ostatniego awansu
naukowego, dorobek publikacyjny zastugujacy na uwage. Byt on wspélautorem 17 (a pomijajac
oméwiony wczesniej zbiér jednotematyczny 9) artykuléw w4  czasopismach
migdzynarodowych i 5 w czasopismach krajowych. Byt on takze wspétautorem 9 publikacji w
materiatach pokonferencyjnych. Te osiagniecia uzupelnia aktywne uczestnictwo w 9
konferencjach migdzynarodowych oraz 12 wystapien na konferencjach miedzynarodowych
(3 referaty zaproszone).

Osiagniecia publikacyjne Habilitanta, mimo stosunkowo niewielkiej ilosci, przekiadaja sie na
znaczace wartosci parametréw bibliometrycznych - sumaryczny Impact Factor wedlug bazy
Journal Citation Report wynosit do roku 2023 52,631 liczba cytowan wedlug bazy Web of
Science wynosita 240, a odpowiadajacy jej indeks Hirscha 8. Na uwage zastuguje fakt, ze choé
wszystkie przedstawione prace sg pracami zespolowymi, w wiekszosci Habilitant wystepuje w
nich jako pierwszy autor, co wskazuje na jego istotny udziat w powstaniu tych prac.

4. Dzialalnosé naukowa i dydaktyczna

Z przedstawionych przez Habilitanta danych wynika, ze jego podstawowa dziatalnosé
naukowa, poczawszy od roku 2003, byla zwigzana z zespotem owczesnego Zakladu Szkiet
Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych. W wyniku zmian organizacyjnych zmieniata
si¢ oficjalna afiliacja tego zespotu bez istotnych zmian osobowych i obecnie jest on elementem
Grupy Badawczej Technologie i Systemy Swiatlowodowe i Kwantowe w Instytucie
Mikroelektroniki i Fotoniki, Sieci Badawczej Fukasiewicz.

W swoim Autoreferacie wskazuje on takze na kilka kontaktoéw w obszarze swojej tematyki
badawczej z innymi jednostkami naukowymi, owocujacych wspélnymi badaniami
udokumentowanymi wspdlnymi publikacjami. Mozna tu wyréznié kontakty incydentalne:



- Staz naukowy (09.1998 -06.1999) w University of Bath w Centre for Photonics and Photonic
Materials, Department of Physics, ktéry zaowocowal wspélnymi wystapieniami
konferencyjnymi.

- Wspdlny udzial z grupa badawczg z Zakladu Mikrosysteméw i Systeméw Pomiarowych
Politechniki Warszawskiej w realizacji badan ujetych w ramach projektu TEAM-TECH oraz
Priorytetowych Obszaréw Badawczych (efektem tych pra byly m.in. pozycje MF-6 i MF-7
przediozonego jednotematycznego cykiu (05.2018-06.2022).

- Wspolpraca z Instytutem Optoelektroniki, Wojskowej Akademii Technicznej zwiazana z
przygotowaniem rozprawy doktorskiej (2008-12) oraz z udzialem we wspélnej realizacji
projektu ,Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni
Niesmiercionosnej” (2015-21).

oraz kontakty w formie statej wspotpracy, do ktorych naleza:

- Wspolpraca z Institute of Photonics and Electronics, Czech Akademy of Science, Prague od
kwietnia 2021

- Wspélpraca w formie wolontariatu na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Fizyki, od
01.10.2017

W okresie od uzyskania tytutu doktora, Habilitant byt zaangazowany jako wykonawca w 3
migdzynarodowe i 3 krajowe projekty badawcze.

Dr inz. Marcin Franczyk, jako pracownik naukowy tak w Instytucie Technologii Materiatéw
Elektronicznych, jak i pézniej, w Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki, Sieci Badawczej
Lukasiewicz nie mial bezpoéredniego kontaktu z dziatalnoscig dydaktyczng w postaci zajec
audytoryjnych czy laboratoryjnych ze studentami. W swoich kontaktach z Wydzialem Fizyki
Politechniki Warszawskiej peiniat jednak opicke nad realizacja w tej Uczelni prac
dyplomowych. Byl promotorem 2 prac magisterskich oraz wystapil w roli opiekuna
pomocniczego jednego przewodu doktorskiego.

W roku 2018 przeprowadzit w ramach projektu EU ,Supercontinuum broadband light
sources covering UV to IR application — SUPUVIR” dla migdzynarodowej grupy 20 oséb
szkolenie procesu technologicznego wytwarzania $wiattowodéw fotonicznych (9-12.04.2018).

Odrgbnego oméwienia wymagaja jego osiggniecia w obszarze popularyzacji nauki. Obejmujg
one szkolenia i warsztaty na terenie ITME z obszaru dziatania jego Zaktadu dla 0séb z zewnatrz,
w  szczegolnodei studentdéw Politechniki Warszawskiej czy zaproszenia do udziatlu w
seminariach naukowych organizowanych przez zewnetrzne instytucje naukowe. Uczestniczyt on
takze w wydarzeniach promujgcych osiggniecia naukowe, takie jak konkurs EUREKA! DGP,
Migdzynarodowa Wystawa Wynalazkéw IWIS'2018 czy targi, np. Miedzynarodowe Targi
Poznanskie.



5. Podsumowanie

Dr inz. Maciej Franczyk jest specjalista w zakresie optoelektroniki, w szczegdlnosci
ukierunkowanej na techniki $wiattowodowe wykorzystujace zaawansowane technologie
fotoniki. W tym zakresie uzyskal szereg oryginalnych wynikéw prezentowanych w pracach,
ktorych byt wspotautorem. W okresie 11 lat po uzyskaniu stopnia doktora znaczaco powigkszyt
swoj dorobek naukowy, a wyniki jego prac byly rozpowszechnione takze w skali
miedzynarodowe;.

Wyodregbniony cykl jednotematycznych publikacji stanowi wartosciowy wklad w rozwoj
dyscypliny automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, a zwlaszcza
projektowania oraz technologii wytwarzania i charakteryzacji zaawansowanych konstrukcji
wiokien swiatlowodowych. Takze pozostale osiggniecia w obszarze popularyzacji nauki oraz
wsparcia dydaktyki, przedstawione w dostarczonej dokumentacji zastuguja na wysoka ocene.
Na tej podstawie moge stwierdzi¢, ze dr inz. Marcin Franczyk spelnia wymagania stawiane
kandydatom do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych zawarte w Ustawie “Prawo o
szkolnictwie wyzszym i nauce” z 25 lipca 2018 roku (dz. U. z 2021 rok65, poz.478 z
pdzniejszymi zmianami) i wnosz¢ o nadanie Mu stopnia naukowego doktora habilitowanego w
dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika,

elektrotechnika i technologie kosmiczne.
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